
Fig. 1 The effect of NO radicals on growth 

promotion of budding yeast cells 
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1. 研究背景 

 我々は、今までに酸素ラジカルを出芽酵母に

作用させることにより増殖が促進されている

ことを報告してきた。［1］また、酸化窒素ラジカ

ル中の一酸化窒素(NO)を定量し、NOのドーズ

量を制御することで、リン酸緩衝生理食塩水

(PBS)と脱イオン蒸留水(DDW)中の出芽酵母の

増殖が促進されることを報告してきた。しかし

ながら、NO が溶液とどのように反応して、ど

のように出芽酵母に作用し増殖が促進されて

いるかは明らかになっていない。そこで、本報

告では、NO 消去剤 2-(4-carboxyphenyl)-4, 4, 5, 

5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide(cPTIO)

を用いることにより、溶液中の NO が出芽酵母

増殖促進の主要因であるかを検証した。[2] 

2. 実験方法 

PBSに出芽酵母を懸濁(約 107cell/ml)し、その

懸濁液 0.3 ml、PBS: 2.4 ml、25 mMの cPTIO: 0.3 

mlをφ30 mmペトリディッシュ内で混合し、

3mlの照射サンプルとした。cPTIOは NO と選

択的に反応して NO2に変換する NO 消去剤で

ある。ガス流量を Ar: 4 slm、N2+O2: 1 slm、ガ

ス流量比 N2/(N2+O2): 70 %とし、ラジカル源の

照射口からサンプル液表面までの距離を

10mm として酸化窒素ラジカル照射を行った。

照射時間は増殖促進が観測された 15 sとした。

照射後、培養する出芽酵母の数を一定にするた

め、セルカウント法により出芽酵母の数をカウ

ントし、振とう器に入れ培養し 48 時間後にセ

ルカウント法で出芽酵母の数を測定し出芽酵

母の増殖効果を評価した。 

3. 実験結果 

図 1 に酸化窒素ラジカル照射による出芽酵

母増殖促進効果を示す。PBSに懸濁した出芽酵

母は15 s照射で未照射より18 ％増殖促進した。

一方、cPTIO を添加した出芽酵母は増殖促進し

なかった。cPTIO が出芽酵母の増殖促進に影響

がないことから、出芽酵母の増殖促進には溶液

中に溶け込んだNOまたはNO由来の活性種が

増殖促進の主要因であることが示唆された。 
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